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Рис. 1. Диаграммы распределения значений КПД ФЭП с p+-i-n+ структурой в за-

висимости от значений последовательного и шунтирующего сопротивлений при плот-
ности диодного тока насыщения 10-7 А/см2 (а) и  10-8 А/см2 (б)

Таким образом, рекордно высокие значения плотности фототока, дос-
тигающие 48,6 мА/см2, позволяют, при условии оптимизации диодных пара-
метров, прогнозировать реальную возможность повышения КПД ФЭП с p+-i-
n+ структурой до 16-20 %.
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Сучасна наука та технології дозволяють створити нові матеріали, влас-
тивості яких задаються при створенні. Це дозволяє розробляти прилади ново-
го типу для різних діапазонів частот від діапазону міліметрових довжин
хвиль до рентгенівського діапазону.

Такі структури являють собою періодичне розміщення двох та більше
шарів різних матеріалів (рис. 1). Комбінація фізичних властивостей таких ма-
теріалів дозволяє керувати спектром періодичної структури. Основною особ-
ливістю таких структур є зонний спектр, тобто виникнення смуг проходжен-
ня та непроходження електромагнітних хвиль залежно від частоти, діелект-
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ричної проникності шарів, кутів падіння на періодичний зразок та величин
зовнішніх  електричного та магнітного полів [1].

Рис.1. Плоскошарова періодична структура

Практичне застосування ці структури можуть знайти в якості фільтрів,
шарових покриттів дзеркал (наприклад, рентгенівського діапазону), перетво-
рювачів поляризації. Багатозонний спектр дозволяє використовувати ці мате-
ріали в електронній техніці, в мобільних телефонах, пристроях зв’язку тощо.

Таким чином, вивчення фізичних властивостей періодичних структур є
актуальним для різних сучасних технічних напрямків.

В роботі проведено аналітичне дослідження властивостей коефіцієнтів
відбиття та проходження для різних типів періодичних структур. Отримані
вирази для діелектричних проникностей дрібношарового середовища з по-
вторюваних двох діелектричних шарів. Показано, що в наближенні, коли до-
вжина хвилі набагато більша за період структури, структура являє собою од-
новісний діелектрик. Отримані аналітичні формули для коефіцієнтів відбиття
та проходження періодичного дрібношарового обмеженого середовища. В
аналітичному вигляді знайдені вирази для повного внутрішнього відбиття та
повного проходження [2,3].

Аналітично була розглянута задача о властивостях необмеженої періо-
дичної структури, що складається з шарів напівпровідника та діелектрика,
яка розташована у зовнішньому магнітному полі. Були отримані формули для
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тензора діелектричних проникностей гіротропного середовища коваріантним
методом. З їх допомогою було отримано дисперсійне рівняння для необме-
женого середовища. Зроблено розрахунок коефіцієнтів відбиття та прохо-
дження для границі вакуум-періодичне середовище, що складається з шарів
напівпровідника та діелектрика, в магнітному полі. За допомогою отриманих
раніше формул аналітично розглянуто задачу про відбиття та проходження
крізь структуру напівпровідник-діелектрик без магнітного поля.

Аналіз аналітичних результатів показує, що за допомогою зовнішніх
полів, зміною розмірів структури та властивостей матеріалів, що входять до
неї, можна ефективно керувати оптичними властивостями періодичної струк-
тури.
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Після роботи з літературою та Інтернетом було з’ясовано, що існують
такі різновиди засобів вимірювання рівня: 1) ємнісний; 2) спрямованого еле-
ктромагнітного випромінювання; 3) ультразвуковий; 4) поплавковий; 5) гід-
ростатичній; 6) кондуктометричний; 7) із застосуванням радіоактивних ізо-
топів; 8) вібраційний; 9) роторний; 10) термічний; 11) із застосуванням за-
глибних зондів.

Розглянуті переваги й недоліки, існуючі обмеження застосування кож-
ного методу. Надається огляд представлених на ринку розробок. Здійснений


